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Высокий интерес к примеси меди в кремнии обусловлен многими причинами. Одна из них – это практическая значимость, которая определяется, с одной стороны, негативным влиянием меди и ее преципитатов на свойства электронных приборов, а с другой – большой вероятностью загрязнения медью вследствие ее распространенности и высокого коэффициента диффузии. Другая причина связана с тем, что медь может наблюдаться в кристаллической решетке кремния  как в междоузельном состоянии, так и в положении  замещения в сравнимых концентрациях. Это свойство, хотя и затрудняет надежную идентификацию медьсодержащих центров, делает примесь меди уникальным объектом для исследования комплексов точечных дефектов в кремнии. Однако, несмотря на то, что свойства изолированных атомов меди установлены достаточно хорошо, определенные успехи в изучении комплексов меди достигнуты только в последние годы [1-5].  


В докладе будут изложены новые результаты по взаимодействию меди с собственными и примесными радиационными дефектами в кремнии. Все данные получены методами DLTS (включая высокоразрешающую Laplace-DLTS) и фотолюминесценции. Проведенные эксперименты являются развитием подходов, использованных в недавно опубликованных работах [3-5]. Основные тезисы доклада могут быть сформулированы следующим образом:

  - Получены прямые экспериментальные доказательства, что в состав люминесцентного центра Cu4 входит ровно один узельный атом меди (Cus), который связывает при комнатной температуре не более трех атомов междоузельной меди (Cui).

  - Облучение быстрыми электронами способствует образованию Cus. Механизм этого процесса при низкой концентрации меди определяется ее реакцией с комплексами вакансия–кислород (VO), которая проходит через ряд последовательных стадий, отличающихся взаимным положением кислорода и меди.
  - При высокой концентрации Cui механизм процесса образования Cus качественно изменяется и заключается в прямом взаимодействии вакансий и междоузельной меди.

  - Изучение эффективности этого механизма в зависимости от концентрации меди и кислорода позволяет оценить подвижность радиационно-генерированных вакансий при комнатной температуре. Проведен анализ полученной величины в свете высокотемпературных (самодиффузия) и низкотемпературных (in-situ ЭПР) данных.  
  - Впервые экспериментально показано, что междоузельная медь формирует устойчивые при комнатной температуре комплексы с междоузельными дефектами, в частности, с углеродом. Это взаимодействие может существенным образом определять окончательный спектр радиационных повреждений.
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